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 特  長 

・PNP パワ－トランジスタ－使用の為、電池使用の場合には入出力電圧差が小さく、電源電圧をぎ
りぎりまで有効利用出来ます。（入出力電圧差 105 mV：出力電流 100mＡ時） 

・非常に高い安定性 CL=0.1μFで安定動作。どの様な種類のｺﾝﾃﾞﾝｻｰでも使用可能（2.5V≦Vout） 
・高精度出力電圧   （±1.5％ or ±50mV） 
・優れたリップルリジェクション。（80dB at 1KHz） 
・広い動作電圧範囲 （1.8V～14.5V） 
・大きな出力電流 300mA ﾋﾟｰｸ 480mA 
・出力短絡時電流制限付き 
・過熱防止センサー付き 
・低ノイズアプリケ－シヨン可 
・出力 on／offコントロール付き（High／on）です。off時入力電流は微少（pA ﾚﾍﾞﾙ）です。 
・小型パッケ－ジ。SOT23L / SOT89 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
・逆バイアス過電流阻止回路付き。 

 
 
 
 
 

概      要 
 

TK112xxCはシリコン・モノリシック・バイポ－ラ構造の集積回路で、無効電流が非常に少ない 
(65μA）低飽和出力タイプのレギュレ－タ－です。PNP ﾊﾟﾜｰﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｰを内蔵しています。 
Typ.200mAの電流をシステムに供給した時の入出力電圧差は 0.17Ｖと成ります。電圧源を有効活用出来
ます。この為電池使用セットに最適です。 
ICは on/off機能を内蔵しています。 off 時の電流は微少（pAレベル）となります。 
出力電圧は 1.5～10.0Ｖを 0.1Ｖステップで設定できます。出力電圧は高精度にトリミングされております。
使用されるセットに最適な電圧を選択できるでしょう。 
なお 過電流センサ－回路,逆バイアス過電流阻止回路を内蔵。静電耐圧も高い為、壊れにくい設計です。
安心してお使いいただけます。 
パッケ－ジは非常に小型ですが、PCBに実装時、損失は約 600ｍＷと成ります。 
TK112xxCは DC的にも AC的にも 非常に安定性の高い回路を使用しています。実用出力電流領域で
の出力側ｺﾝﾃﾞﾝｻｰは 0.1μFで安定です（2.5V≦Vout）。このｺﾝﾃﾞﾝｻｰの種類は問いません。どのようなﾀｲﾌﾟ
のｺﾝﾃﾞﾝｻｰでも使用可能です。但しこのｺﾝﾃﾞﾝｻｰは大きいほど総合的に良い特性を示します。 
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LC MT  K  1 1 2

Voltage Code

Package Code
 M : SOT23L-6

Tape / Reel Code

ex.  3.3V : 33
5.0V : 50

Rank Code
    C : C Rank
     I :  I Rank

ORDERING INFORMATION

 
 

Ｖ OUT V CODE Ｖ OUT V CODE Ｖ OUT V CODE Ｖ OUT V CODE 
1.5 v 15 2.5 v 25 3.5 v 35 4.5 v 45 
1.6 16 2.6 26 3.6 36 4.6 46 
1.7 17 2.7 27 3.7 37 4.7 47 
1.8 18 2.8 28 3.8 38 4.8 48 
1.9 19 2.9 29 3.9 39 4.9 49 
2.0 20 3.0 30 4.0 40 5.0 50 
2.1 21 3.1 31 4.1 41   
2.2 22 3.2 32 4.2 42   
2.3 23 3.3 33 4.3 43   
2.4 24 3.4 34 4.4 44   
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絶対最大定格    Cランク品 
項目 記号 定格 単位 条件 
電源電圧 VccMax -0.4 ~ 16 V  

-0.4 ~ 6 V : Vout ≤ 2.0V 逆バイアス VrMax -0.4 ~ 12 V : 2.1V ≤ Vout 
Np端子電圧 VnpMax -0.4 ~ 5 V  
コントロール端子電圧 VcontMax -0.4 ~ 16 V  
保存温度範囲 Tstg -55 ~ 150 °C  
パッケージ損失 PD SOT23L-6: 600 

SOT89-5: 900 mW 内部制限 Tj=150°C

動作条件     
2.1 ~ 14 V : Top=-40 ~ 85 °C 動作電圧範囲 Vop 1.8 ~ 14.5 V : Top=-30 ~ 80 °C 

動作温度範囲 Top -40 ~ 85 °C  
出力短絡電流 Ishort 500 mA  

 
（電気的特性） Vin=VoutTyp+1V  Vcont=1.8V（Ta＝25℃） 

項   目 記号 Min Ｔyp Max 単位 条件 
出力電圧  Vout ±1.5％ or ±50mV       Iout=5mA 
入力安定度  LinReg  0 6 ｍV ∆V=5V 

 0.5 1.1 % 5mA<Iout<100mA   
 1.0 2.2 % 5mA<Iout<200mA   

負荷安定度  
2.5V≤Vo≤5.0V 

LoaReg 
 

 1.6 3.7 % 5mA<Iout<300mA   
 0.8 1.6 % 5mA<Iout<100mA   
 1.5 3.4 % 5mA<Iout<200mA   

1.5V≤Vo≤2.4V LoaReg 

 2.4 5.3 % 5mA<Iout<300mA  
 105 170 mV Ｉout=100mA 
 170 270 mV Ｉout=200mA 
 235 370 mV Ｉout=300mA (2.4V≤Vout)  

Vdrop  

 235 370 mV Ｉout=270mA (2.1V≤Vout<2.4V)  

入出力間電圧差  

1.5V≦Vout≦2.0V は規定無し  動作電圧Min=1.8Vの為 
最大出力電流 IoutMax 380 480  ｍA Voutが（VoutTyp.×0.9）時の電流、 
電源電流 Iq  65 90 µA Iout=0mA  除く Icont 
ｽﾀﾝﾊﾞｲ電流  Istanby  0 0.1 µA Vcont≤0.15V出力 0ff 
無効電流  Ignd  1.8 3.0 ｍA Iout=100ｍA 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ端子仕様 Note1 (ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ抵抗 500ｋ) 
ｺﾝﾄﾛｰﾙ電流 Icont  5 10 µA Vcont＝1.8ｖ 出力 on 

1.8   V 出力 on , Top=-40 ~ 85°C 
  0.35 V 出力 off , Top=-40 ~ 85°C 

1.6   V 出力 on , Top=-30 ~ 80°C 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ電圧  Vcont 

  0.6 V 出力 off , Top=-30 ~ 80°C 
Np端子電圧 Vnp 1.28 Ｖ  

Vo周囲温度依存度 Vo/Ta Typ=35 ppm/°C        参考値 
出力雑音電圧 Vno 0.14～0.25 µV/√Hz at1KHz    参考値 

Note1：この端子を GNDへ接続することで入力電流は pA ﾚﾍﾞﾙに成ります。(動作は停止）  
一般的注意：絶対最大定格はＩＣが壊れる可能性のある制限値です。この規格を越えて使用した場合には、いずれの規格も適用さ

れません。-40℃ ~ -85℃の動作は通常のﾃｽﾄにより設計保証となります。限界値の記載されている項目は製造時ﾃｽﾄさ

れるかあるいは SQC  (Statistical Quality Control)手法により保証されます。Typ のみの項目は参考値です。 

出力雑音電圧は、ﾉｲｽﾞﾊﾟｽ端子に ｺﾝﾃﾞﾝｻｰを付ける事により低減できます。ｺﾝﾃﾞﾝｻｰの値、及び特性に依存します。標準

接 続 値 で (BW400 ～ 80kHz で )23 ～ 75µVrms で す 。 ﾘ ｯ ﾌ ﾟ ﾙ ﾘ ｼ ﾞ ｪ ｸ ｼ ｮ ﾝ は . RR

［CL=1.0µF,Cnp=0.01µF,Vnois=200mVRMS,Vin=VoutTyp+1.5v,Iout=10mA］時 1ｋＨｚで 約 80dB。 
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 I ﾗﾝｸ品 
 
絶対最大定格は C ﾗﾝｸと同一です。 
動作温度範囲  Top=-40~85°C 
動作電圧範囲 Vop＝2.1V~14.5V  他項目は C ﾗﾝｸと同一です。 

 
電気的特性 太字は全温度動作範囲（Ta＝-40～85°C）での保証値です。 Vtest=VoutTyp+1V Iout=5mA 

項   目 記号 Min Ｔyp Max 単位 条件 
出力電圧  Vout ±1.5％ or ±50mV（±2.5％ or ±80mV）  Iout =5mA 
入力安定度  LinReg  0 6 

8 
ｍV ∆V=5V 

 0.5 1.1 
1.3 

% 5mA<Iout<100mA  

 1.0 2.2 
2.8 

% 5mA<Iout<200mA  

負荷安定度  
2.5V≤Vo≤≦5.0V 

LoaReg 
 

 1.6 3.7 
5.3 

% 5mA<Iout<300mA  

 0.8 1.8 
2.0 

% 5mA<Iout<100mA  

 1.5 3.4 
4.1 

% 5mA<Iout<200mA 

1.5V≤Vo≤2.4V LoaReg 

 2.4 5.3 
6.5 

% 5mA<Iout<300mA 

 105 170 
200 

mV Iout=100mA 

 170 270 
320 

mV Iout=200mA 

Vdrop  

 235 370 
440 

mV Iout=300mA (2.4V≤Vout)  
 (2.2V, 2.3Vは規定無し) 

入出力間電圧差  

1.5V≤Vout≤2.1V は規定無し  動作電圧Min=2.1Vの為 
最大出力電流 IoutMax 380

340
480  ｍA Voutが（VoutTyp.×0.9）時の電流、 

電源電流 Iq  65 90 
100 

µA Iout=0mA  除く Icont 

ｽﾀﾝﾊﾞｲ電流  Istanby  0 0.1 
0.5 

µA Vcont≤0.15V出力 0ff 

無効電流  Ignd  1.8 3.0 
3.6 

ｍA Iout=100ｍA 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ端子仕様 Note1  (ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ抵抗 500ｋ) 
ｺﾝﾄﾛｰﾙ電流 Icont  5 10 

12 
µA Vcont＝1.8ｖ 出力 on 

1.8   Ｖ 出力 on ｺﾝﾄﾛｰﾙ電圧 Vcont 
  0.35 V 出力 off 

Np端子電圧 Vnp 1.28 Ｖ  
Vo周囲温度依存度  Vo/Ta Typ=35 ppm/°C        参考値 
出力雑音電圧 Vno 0.14~0.25 µV/√Hz at1kHz        参考値 

Note 1：この端子を GNDへ接続することで入力電流は pA ﾚﾍﾞﾙに成ります。(動作は停止）  
一般的注意：絶対最大定格はＩＣが壊れる可能性のある制限値です。この規格を越えて使用した場合には、いずれの規格も適用され

ません。-40℃ ∼ -85℃の動作は通常のﾃｽﾄにより設計保証となります。限界値の記載されている項目は製造時ﾃｽﾄされる
かあるいは SQC  (Statistical Quality Control)手法により保証されます。Typ のみの項目は参考値です。出力雑音電
圧は、ﾉｲｽﾞﾊﾟｽ端子に ｺﾝﾃﾞﾝｻｰを付ける事により低減できます。ｺﾝﾃﾞﾝｻｰの値、及び特性に依存します。 
標 準 接 続 値 で ( BW400 ～ 80kHz で )23 ～ 75 μ Vrms で す 。 ﾘ ｯ ﾌ ﾟ ﾙ ﾘ ｼ ﾞ ｪ ｸ ｼ ｮ ﾝ は . RR
［CL=1.0µF,CNp=0.01µF,Vnois=200mVRMS,Vin=VoutTyp+1.5v,Iout=10mA］時 1kHzで 約 80dB。 
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応用回路 

ブロックダイアグラム 

端子 配置図 

Top view 

GND 

Bandgap 
Reference 

 Cont. 

 Vin Vout 

Constant 
Current 
Source 

Control Circuit 

Over Heat & 
Over Current Protect 

 Np 

500k 

 

GND 

Vin 

1 2 3 

6 4 Vout 

on/off ｺﾝﾄﾛ-ﾙ Np(Vref) 

SOT89 

 注意：SOT-23L と SOT89 で 端子接続は反転しています。 
 

Iin 

Ｖ CL=0.22μF 
（CL=1.0μF） 

Iout 

Ａ 

Icont Vcont 

Ａ 

Cin=0.1μF 

Cnp=0.1μF 

Ｖin 

Cont. 

Vin Vout 

GND Np 

GND 

Vin 

1 2 3 

６ 4 Vout 

on/off ｺﾝﾄﾛ-ﾙ 
GND 

Np(Vref) 

SOT-23L 

５ 
GND 

端子 2,5は内部で結合されています。 
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出力側に0.１μFのｺﾝﾃﾞﾝｻｰを接続すれば,実用電流域においてどの電圧でも ICは安定動作します。但し微

少電流域で ICを使用する時にはCL容量を大きくしてください。さもないと ICは発振します。全使用温度範囲

で CL容量が 0.1μF 以上あればｾﾗﾐｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻｰだけでなくﾀﾝﾀﾙｺﾝﾃﾞﾝｻｰも使用できます。 

しかし部品にはばらつきが有ります出来るだけ容量は大きくしてご使用ください。大きい容量値ほど出力ﾉｲｽﾞとﾘｯﾌﾟﾙﾉ

ｲｽﾞは減小します。さらに出力側負荷変動に対する応答性も向上します。容量を大きくすることで IC が破損することは

ありません。低出力電圧品は発振し易くなります。CL 容量を大きくするかﾀﾝﾀﾙｺﾝﾃﾞﾝｻｰをご使用ください。ﾀﾝﾀﾙｺﾝ

ﾃﾞﾝｻｰのほうがより小さい値で同じ安定性を得られます。これはﾀﾝﾀﾙｺﾝﾃﾞﾝｻｰの ESR がﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ抵抗として働き、IC

がより安定な動作をすると考えられます。 

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの推奨値は Cin＝CL＝0.22μF です。 

1.5V以上 CL≧0.47μF  1.8V以上 CL≧0.22μFとした場
合安定に動作します。 

但しいかなる条件でもこの値がベストではありません。 

下図を参照。使用条件を考慮しCLの値を選択してください。ロードトランジェント が重要な応用の
時、出力ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ（CL）は出来るだけ大きくしてください。 

入力ｺﾝﾃﾞﾝｻｰは電池が消耗し電源ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽが増加した時、あるいは電源までの引き回しﾗｲﾝが長い場合必要

です。このｺﾝﾃﾞﾝｻｰは複数のﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰICを使用しても1個で十分である場合、あるいは IC毎に必要な場

合もあります。一概に言えません。実装状態で確認をお願いいたします。 

出力電圧、電流 安定動作領域特性 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
上記ｸﾞﾗﾌは少電流域を除き 0.1uＦのｾﾗﾐｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻｰで安定動作する事を意味します。低電圧及び少電流領域で
は容量を大きくしなければ安定動作しません。使用電圧、使用電流、により最適な出力ｺﾝﾃﾞﾝｻｰを選定してく

ださい。出力側ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ(CL)は大きいほど安定動作します。(安定動作領域は広がります)。出来るだけ大きい
容量をご使用ください。150mA以上は記載されていませんが 150mAと同等以上の安定動作となります。 
 
 

ｾﾗﾐｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻｰ電圧、温度特性例 

 
一般的にｾﾗﾐｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻｰには温度特性、電

圧特性があります。使用される電圧、温

度を考慮し部品の選定をお願いします。

B特性をお勧めいたします。 
 
 

評価には  京ｾﾗ製 CM05B104K10AB、CM05B224K10AB、CM105B104K16A、CM105B224K16A、CM21B225K10A 
村田製 GRM36B104K10、GRM42B104K10 GRM39B104K25、GRM39B224K10、GRM39B105K6.3      等を使用 

Vout 

Cn=0.1μF 

CL=0.22μF 
～0.1μF 

Cin=0.22μF 
～0.1μF 

% 容量値電圧特性 

0 
ﾊﾞｲｱｽ電圧（V） 

容
量
値
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出力ﾉｲｽﾞ特性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﾉｲズの低減には Cnpを大きくしてください。Cnp容量は 6800pF（682）～0.22μF（224）をお勧めします。
ﾉｲｽﾞ量は高い出力電圧ほど多くなります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TK11230C  Cnp vs. Noise Iout=30mA  BPF=400Hz～80kHz 

TK11230C    Cin=10μF Iout=10mA 

TK11230C  Cnp vs. Noise 

Cnp（ｐF） 

Noise（uVrms) 

0 
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CL=0.22uF 
CL=0.47uF 
CL=1.0uF 
CL=2.2uF 
CL=10uF 

Iout=30mA  BPF:400～80kHz 

CL=ﾀﾝﾀﾙ 

CL=ｾﾗﾐｯｸ 
Noise 
(uVrms) 

TK11230C  Iout vs. Noise 
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CL=ﾀﾝﾀﾙ 
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CL=2.2uF 
CL=10uF 

TK11230C  Iout vs. Noise 
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 Cnp=10000pF  BPF:400～80kHz 

CL=ｾﾗﾐｯｸ 

CL=0.22uF 
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CL=1.0uF 
CL=2.2uF 
CL=10uF 

  Noise Level(1/f) 
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CL=0.22μF（Ceramic) 

Cnp=0.01μF 
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Cnp=1000pF 

TK112xxC  Vout vs. Noise 
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Ripple rejection 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﾘｯﾌﾟﾙﾘｼﾞｪｸｼｮﾝﾉ特性は出力側に接続されるｺﾝﾃﾞﾝｻｰの容量と特性に左右されます。50KHz以上の特性は容
量と PCBのﾊﾟﾀｰﾝにより影響が大きくなります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

GND 

112XX 
Vout Vin 

Cnp 
0.1μF Vcont 

 

Vin=5.0V  Vout=3.0V  Iout=10mA 
VR=500mVp-p  f=100～1MHz  Cnp=0.1uF 

 Ripple Rejection vs. Iout 

-100 
-90 
-80 
-70 
-60 
-50 
-40 
-30 
-20 
-10 

0 

0 50 100 150 200 250 300 
Iout(mA) 

R.R(dB) 

Cnp=0.01μF 
CL=0.22μF（Ceramic) 
Vin=5.0V 
Vripple=500mVp-p 

Freq=1kHz 

Freq=400Hz 

Ripple Rejection at Low Vin 

-100 
-90 
-80 
-70 
-60 
-50 
-40 
-30 
-20 
-10 
0 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
Vin-Vout_Typ(V) 

R.R (dB) 

Without Cin  Vripple:100mVp-p  Freq:1kHz  Cnp:0.01μF
CL:0.22μF（Ceramic)

Iout  :1, 50, 100, 150, 200, 250, 300mA 

CL=0.22uF（MLCC） 

CL=0.22 uF（Tantal） 

CL=1 uF（Tantal） 

CL=１uF（MLCC） 

A：Cnp=0.1uF 

B：Cnp=0.001uF 

A：CL=10uF Tantal） 

B：CL=0.22uF（Tantal） 
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TK112xxCM Transient 
 
・ON／OFF_Transient 

112xxC

Cnp

CL

Iout=30mA

Cin
1µF

Vin
=VoutTYP+1V

1 3

6 4

Vcont=0V⇔2V
 (f=100Hz)

 
 
  CL= 可変 Cnp=0.001μF CL=可変 Cnp=0.01μF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
立ち上がり時間は CL、Cnp が大きいと遅くなります。 
 
 
 
 
  Cnp= 可変 CL=1μF CL= 可変  Cnp=0.01μF Io=30mA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
立ち上がり時間は CL、Cnp が大きいと遅くなります。 
立ち上がり時間はCL、Cnpに依存し、たち下がり時間はCLに依存します。 

1.0V/div 
10μs/div 

Vout 

Vcont OFF ON 

CL= 
0.22μF 

2.2μF 

1.0μF 
1.0μF, 2.2uF 

1.0V/div 
50μs/div 

Vout 

Vcont OFF ON 

CL= 
0.22μF 

1.0V/div 
250μs/div 

Vout 

Vcont OFF ON 
Cnp= 

0.001μF 

0.1μF 

0.01μ

1.0V/div 
250μs/div Vout 

Vcont 
OFF 

ON 

1.0μF 

2.2μF 

CL= 
0.22μF 
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・LOAD Transient 
 
 
 
 

112xxC

Cnp

CLCin
1µF

Vcont
1.8V

Vin
=VoutTYP+1V

1 3

6 4 Iout
ON⇔OFF

0.01µF
 

 
 
 
 
 
負荷側のコンデンサーが大きいと負荷変動は小さくなります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
負荷電流を多少流しておくことで負荷変動を大きく改善できます。 
 
速くそして大きな電流変化がある時、負荷側ｺﾝﾃﾞﾝｻｰを大きくしてください。さらに少しの電流を流してくだ

さい。電圧変動は小さく出来ます。 
 
・Line Transient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vout 

Iout 3mA 
33mA 

3mA 

33mA 

CL=1.0μF、 2.2uF 

CL=0.22μF 

CL=可変 Cnp=0.01μF 

Vout 

Iout 
33mA  30mA 

3mA 0mA 

 

 30mA  33mA 

0mA  3mA  

Iout=0⇔30mA 

Iout=3⇔33mA 

Iout=0⇔30mA，3⇔33mA 

Vout 

Iout 

Iout=0⇒30mA 

Iout=3⇒33mA 

  拡大図 

Vout 

Vin Δ１V 

CL=0.22μF 

CL=1.0μF 

CL=2.2μF 

CL=可変 Cnp=0.01μF 

Vout 

Vin Δ１V 

Cnp=0.001μF 

Cnp=0.01μF 

Cnp=0.1μF 

Cnp=可変 CL=1μF 
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負荷変動 

0 50 100 150 200 250 300 
Iout(mA) 

△Vout(mV) 

Vo=３Ｖ 

－８０ 
－７０ 
－６０ 
－５０ 
－４０ 
－３０ 

-１０ 
0 
１０ 

－２０ 

Vo=2.0V 

Vo=5.0V 
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-5 
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10 
15 

0 5 10 15 20 
Vin(V) 

△Vout(mV) 

Vo1.5V 
Vo2.0V 
Vo3.0V 
Vo4.0V 
Vo5.0V 

入力電圧変動 

Vdrop 

-500 
-450 
-400 
-350 
-300 
-250 
-200 
-150 
-100 
-50 
0 

0 100 200 300 400 500 
Iout(mA) 

Vdrop(mV) 

Vcont vs Icont 

0 

5 

10 

15 

20 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 
Vcont(V) 

Icont(uA) 

Icont 

Vout 

安定化ﾎﾟｲﾝﾄ特性 

△Vin(mV) 

-300 

-200 

-100 

0.0 

100 
△Vout(mV) 

Iout=300mA 

Iout=0mA 

Iout=0mA,50mA,100mA,150mA,200mA,250mA,300mA 

-100 0 100 200 300 400 
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Off 時電流 

1.E-12 
1.E-11 
1.E-10 
1.E-09 
1.E-08 

1.E-07 
1.E-06 
1.E-05 
1.E-04 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
Vin(V) 

Iin(A) 

短絡電流 

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

0 100 200 300 400 500 
Iout(mA) 

Vout(V) 

無効電流 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

0 50 100 150 200 250 300 
Iout(mA) 

IGND(mA) 

Vo1.5V 
Vo2.0V 
Vo3.0V 
Vo4.0V 
Vo5.0V 

逆ﾊﾞｲｱｽ電圧  電流 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vrev(V) 

Irev(uA) 

Vout＝5V 

Vout＝2V 

Vout＝4V 

Vout＝3V 

IoutMax(mA) 
低入力電圧時-出力電流MAX 

TK11215～TK11224 

0 
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 

1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 
Vop(V) 
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温 度 特 性 (Ta:周囲温度) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iout (mA) 最大出力電流 
   

340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 

-50 -25 0 25 50 75 100 
Ta(℃) 

Vout=（VoutTyp.×0.9 

無効電流 
IGND(mA) 

Iout=300mA 

0.0 
2.0 
4.0 
6.0 
8.0 
10.0 
12.0 
14.0 
16.0 

-50 -25 0 25 50 75 100 
Ta(℃) 

Io=50mA 
Io=100mA 

Io=150mA 

Io=200mA 

on/off電圧 Vcont(V) 

0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
1.0 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

-50 -25 0 25 50 75 100 
Ta(℃) 

Vcont(ONpoint) 

Vcont(OFFpoint) 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ電流 Icont(uA) 

0.0 
2.0 
4.0 
6.0 
8.0 
10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 

-50 -25 0 25 50 75 100 
Ta(℃) 

Vcont=1.8V

Vcont=4.0V 

Vcont=2.0V 

Vcont=3.0V 

入出力電圧差 
Vdrop(mV) 

-50 -25 0 25 50 75 100 
Ta(℃) 

0 

50 
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200 

250 

300 

350 
Io=300mA 

Io=100m

Io=150mA 

Io=200mA 

Io=50mA 

150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
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-50 -25 0 25 50 75 100 
Ta(℃) 

IoutMAX(mA) 
Vin=1.9/2.0/2.1/2.2/2.3/2.4/2.5V 

低入力電圧時－出力電流 

Vin=1.9V 

Vin=2.2V 

Vin=2.0V 

Vin=2.1V 
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出力電圧温度特性 
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レイアウト例 (layout)    基板材質：ガラエポ t=0.8mm 
 

SOT-23L使用例 SOT-89使用例 ﾃﾞｨﾚｰﾃｨﾝｸﾞｶｰﾌﾞ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内臓の温度ｾﾝｻｰが動作する温度（約 150℃）でﾊﾟｯｹｰｼﾞ損失は制限されます。この為ﾊﾟｯｹｰｼﾞ損失は内部制
限としています。パッケ－ジは小型の為、それ単体での放熱特性は良く有りません。PCBに取り付ける事
で熱が逃げます。この値は PCBの材質、銅パタ－ン等により変わります。多くのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝでは 25℃時、
約 600ｍＷ（SOT-23L）：900ｍＷ（SOT-89）の損失に耐えられる様になります。 
 
 
 
PCBに実装された時の熱抵抗を求める 
動作状態のチップ接合温度は Ｔj＝θja×Ｐd＋Ｔaで示されます。 
ICのＴjは、約 150℃に設定してます。 
Ｐdは過熱センサーを動作させた時の値です。 
 
簡単にＰdを求める法。 

 
PCBに ICを実装して下さい。出力側を短絡し、Vinを 0Vから徐々に評価電圧(注 1)まで上げて下さい。Pd
は ICの出力側を短絡したときの Vin × Iinとなります。入力電流はチップの温度上昇により徐々に減少しま
す。安定した(熱平衡のとれた)時の値を使用してください。 
多くの場合 600mW(SOT23L-6)：900mW(SOT89-5)以上あります。 
 
注 1：許容消費電力の約 2 倍以上を超える電力(Vin×Ishrot(=出力短絡電流))が瞬間的に加わる動作をさせた場合、内蔵の過熱

保護回路が動作する前に ICが破損する可能性が有ります。 

 
常温度にて Pｄを求めます。最高動作温度時に使用可能電流は、下図のグラフで求める事が出来ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

手順（PCB 実装時に行います。） 
 

１.Ｐdを求める（出力側短絡時の Ｖin×Ｉin） 
２.Ｐdを 25℃の線上にプロットする。 
３.Ｐdと 150℃の点を直線で結ぶ。（太い実線） 
４. 設計上の使用最高温度の点より（例えば 75℃としま
す。）垂直に線を延ばす。（破線） 

５. ﾃﾞｨﾚｰﾃｨﾝｸﾞｶｰﾌﾞ（太い実線）と（破線）の交点を左に
延ばしＰd の値を読む（（ＤPdとする） 

最高温度時の最大使用可能電流は Ｉout≒〔ＤPd÷（Ｖinmax―Vout)〕 となります。 
（Ｖinmax―Vout)が小さいと Ioutは多く計算されます。しかし IoutMaxを越えた使用は出来ません。 

周囲温度（ Ｔa=25℃）とすると、 
150＝θja×pd＋25 
θja×Ｐd＝125 
θja＝（125／pd）(℃／mＷ) 

Ｐd(mＷ) 

150℃ 25 50 100 ０ (75) 

ＤPd 

Pd 
2 

3 

4 

5 

Vout 

On/off 

Vin 

Pd=900mW、25℃以上では 
7.2mW／℃でﾃﾞｨﾚｰﾃｨﾝｸﾞをしてくださ
い。熱抵抗は（θja＝138℃/Ｗ）です。 

 

600 

SOT-89 
-7.2mW/℃ 

25 50℃ 100 150 ０ 

Ｐd(mＷ) 

(85)℃ 

900 
 

SOT-23- L 
-4.8mW/℃ 

０ 

Pd=600mW、25℃以上では  
4.8mW／℃でﾃﾞｨﾚｰﾃｨﾝｸﾞをしてくださ
い。熱抵抗は（θja＝208℃/Ｗ）です。 

on/off 

Vin 
Vout 
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アプリケーションヒント 
on／offコントロール 
ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ以後の回路が非動作時に、ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰは Offにしてください。電力
損失の少ない設計ができます。ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰの出力にﾊｲｻｲﾄﾞＳＷを使用せずに

ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰの on／off コントロールの使用をお勧めします。高精度な出力電
圧と低ﾄﾞﾛｯﾌﾟ電圧を得られます。 
ｺﾝﾄﾛｰﾙ 電流が少ない為 CMOS ﾛｼﾞｯｸで直接ｺﾝﾄﾛｰﾙ可能です。ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ抵抗を内蔵しています。（500KΩ） 
ﾉｲｽﾞとﾘｯﾌﾟﾙﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ特性は Vnp端子容量に拠り変わります。 
Cnpの容量が大きいほど低周波域のﾘｯﾌﾟﾙﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ特性が良くなります。標準値は Cnp=0.1μFです。 
出力ノイズやﾘｯﾌﾟﾙﾘｼﾞｪｸｼｮﾝが重要な設計ではＣｎを大きくして下さい。ｺﾝﾃﾞﾝｻｰを大きくしても ICは壊れません。 
Vnp 端子容量により off／on の切り替えスピードが変わります。切り替えスピードは容量が大きいと遅くなりま

す。 

 
・並列接続にて ON/OFFコントロ－ル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・電流ブ－スト(Current boost) 

下記製品をご利用ください。低飽和、大電流ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰが簡単に作れます。 

TK714xx  電流増加用 PNPTr のみ 外づけ。 

TK732XX （大電流用途専用の(Max10A) 出力短絡保護回路付き。定電流設定可能 ） 

低電圧側（TK11220）ICのﾊﾟﾜ-ﾛｽが大きい
ため、過熱する心配が有ります。必要に応

じ、左図のように抵抗（Ｒ）を使用し電力

損失の低減をして下さい。過熱センサ－が

動作した時、出力電圧の低下、または発振

などが観測されます。 2.0V 

5V 

3.3V 

On/Off Cont. 

Ｖin TK11250C 
 

TK11233C 
 

TK11220C 
 

R 

REG 
Vsat

On/Off Cont. 
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用語の定義    

・出力電圧（Ｖout）．．入力電圧を(Vin)（出力電圧 Typ＋１Ｖ）、出力電流（Iout）5mA とし、この時に得

られた出力電圧です。 

・最大出力電流（Ｉout Max）．．．．．．入力電圧を（出力電圧 Typ＋１Ｖ）とし、この時に得られた出力電

圧が,負荷電流(Iout)を流す事により（VoutTyp.×0.9）に低下した時の出力電流です。チップ温度の
変動が少ない様ﾊﾟﾙｽにて測定します。 

入力電圧低下により出力電流は減少します。2.1V以下は「低入力電圧-出力電流」グラフを参照してください 

・入出力電圧差（Vdrop）は入力電圧の低下に伴って回路が安定動作を停止した時の入出力電圧差です。

この電圧は負荷電流(Iout)と接合部温度(Tj)に依存します。入力電圧は標準時より徐々に低下さ

せます。出力電圧が 100mV 低下した時の入力と出力の電圧差です。 

・入力安定度（Lin Reg）．．．．入力電圧を標準とします。この入力電圧を５Ｖ高く変動させた時の出力電

圧変動です。ΔVli=VM1－VM2 この測定は IC 温度の影響が無いように短時間で測定されます。 

・負荷安定度（Load Reg）.... 入力電圧を標準とします。 負荷電流が 5mA より 100ｍＡと 200ｍＡの変

動に対する出力電圧変動です。ΔVlo=｜VM1`－VM2`｜ チップ温度の変動が少ない様パルスにて

測定されます。 

・無効電流（Ignd）................負荷電流に従って GND 端子に流れる電流。 

（入力電流－出力電流）で測定されます。 

・リップル除去比（ＲＲ）..........入力電圧を（出力設定電圧＋1.5Ｖ Io=10mA）時 

CL=1.0μF Cnp=0. 01μF f=１Khz 200ｍＶRMSの交流波形を電源電圧に重畳させこの波形が出

力に現れる電圧と入力電圧との比を測定します。 １KHz で 約 80dB 

回路構成上、ﾉｲｽﾞﾊﾟｽ端子のｺﾝﾃﾞﾝｻｰが大きいとﾘｯﾌﾟﾙﾘｼﾞｪｸｼｮﾝは良くなりますが、on/offのﾚｽﾎﾟﾝｽ
が悪くなります。 

・Off 時電流（ｽﾀﾝﾊﾞｲ電流）ｺﾝﾄﾛｰﾙを零電圧にしたとき IC に流れる電流。入力電圧 8V。 

保護回路 

・短絡電流センサー............ 出力電流が非常に多い時に動作します。（出力を誤って GND へ接続し

た。）電流は設定されたピ－ク値まで流れます。 

・過熱センサー............. 出力電流が多い(出力が GND と短絡)、入力電圧が高い、等の状況で IC
の損失が増加し、IC ﾁｯﾌﾟの接合温度が約 150℃に達した時に動作します。その時のﾊﾟｯｹｰｼﾞ損失
（放熱条件）と平衡が取れた入力電力となり電流は減少します。 
短絡時、最初に大きな電流が流れます。次にチップ温度が上昇し TJ=150℃に成ると IC は off しま

す。off するとチップ温度は低下します。チップ温度が低下するとすぐに動作を開始します。こ

の為過熱ｾﾝｻｰが動作中に出力波形を観測すると発振しているように観測されます。 

入力電流は熱と損失の平衡を取りながら徐々に減少します。 
出力短絡時には上記二つの動作が複合して働き ICの破壊を防ぎます。 

注：許容消費電力の約 2 倍以上を超える電力(Vin×Ishrot(=出力短絡電流))が瞬間的に加わる動作をさせた場合、内蔵の過熱

保護回路が動作する前に ICが破損する可能性が有ります。 

・逆過電流阻止...........出力側に電圧が有り入力電圧が零（入力－GND 

短絡）になっても、IC には過大な電流は流れません。逆ﾊﾞｲｱｽ電圧

の Ｍax は 6V です。 

・ＥＳＤ耐圧.......... 容量に電荷をチャ－ジした後、各端子に接続し 

（対 GND 対Ｖcc）、破壊しない事を確認します。  MM 200pF  0Ω  200V 以上 

  HBM 100pF 1.5kΩ  2000V 以上 

Vout 
Vin 

GND 
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  外形寸法；PCB；捺印  
 
SOT23L-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｖ OUT V CODE Ｖ OUT V CODE Ｖ OUT V CODE Ｖ OUT V CODE 
1.5 v 15 2.5 v 25 3.5 v 35 4.5 v 45 
1.6 16 2.6 26 3.6 36 4.6 46 
1.7 17 2.7 27 3.7 37 4.7 47 
1.8 18 2.8 28 3.8 38 4.8 48 
1.9 19 2.9 29 3.9 39 4.9 49 
2.0 20  3.0 30 4.0 40 5.0 50 
2.1 21 3.1 31 4.1 41   
2.2 22 3.2 32 4.2 42   
2.3 23 3.3 33 4.3 43   
2.4 24 3.4 34 4.4 44   

 
捺印表は製造された時の値を示します。 

Ｍ 

Voltage 
Code 

Ｍ 

ＲＸＸ 

0.4 
+0.15 
-0.05 

0.1 

5-0.32 

+0.15 
-0.05 

0.1 

0.95 0.95 

Type 
 Code 

 e  e 

Recommended Mount Pad 

0.95 0.95 

1.
0 

0.6 

3.
0 

 e  e 

 e
1 

1.
4M

ax
 

2.2 
±0.2 

0.
15

 ±
0.

1 
0～

0.
1 

1.
2 ±

0.
2 

0.
3 

3.3 
±0.3 0.4 

±0.2 

15
ºM

ax
 

+0.3 
-0.1 

(3.4) 
3.5 

0.1 

ﾓ-ﾙﾄﾞ樹脂 ：エポキシ樹脂 
ﾌﾚ-ﾑ材  ：銅系合金 
端子処理 ：半田メッキ(5～15μｍ) 
捺印表示 ：ｲﾝｸ or ﾚｰｻﾞｰ 
重量   ：0.023g 
原産国 ：日本 韓国 

単  位：mm 
一般公差：±0.2 



               TK112xxC 

 GC3-H025C Page 20 

  
SOT89-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ｖ OUT V CODE Ｖ OUT V CODE Ｖ OUT V CODE Ｖ OUT V CODE 

1.5 v 15 2.5 v 25 3.5 v 35 4.5 v 45 
1.6 16 2.6 26 3.6 36 4.6 46 
1.7 17 2.7 27 3.7 37 4.7 47 
1.8 18 2.8 28 3.8 38 4.8 48 
1.9 19 2.9 29 3.9 39 4.9 49 
2.0 20 3.0 30 4.0 40 5.0 50 
2.1 21 3.1 31 4.1 41   
2.2 22 3.2 32 4.2 42   
2.3 23 3.3 33 4.3 43   
2.4 24 3.4 34 4.4 44   

 
捺印表は製造された時の値を示します。

単  位：mm 
一般公差：±0.2 

ﾓ-ﾙﾄﾞ樹脂 ：エポキシ樹脂 
ﾌﾚ-ﾑ材  ：銅系合金 
端子処理 ：半田メッキ(5～15μｍ) 
捺印表示 ：ｲﾝｸ or ﾚｰｻﾞｰ 
重量   ：0.053g 
原産国 ：日本  

1.0 1.0 2.5 ±0.2 

4.5 
+0.5 
-0.3 

0.
44

M
ax

 
 

VOLTAGE 
 CODE 

0.49Max 0.49Max 0.49Max 
1.6 
4.5 ±0.2 

0.49Max 0.49Max 
0.54Max 

1.
0 

2.
5 ±

0.
2 

0.
4 

 Ｘ
Ｘ

 

LOT No 

TYPE CODE 
Ｒ:112XX 
 

0.7Max 1.0 0.7Max 

1.5 1.5 

2.0 

1.
5 

0.
7 

0.
8 

1.
5 

0.
7 

45° 

Recommended Mount Pad 

 e  e 

1.
5 
±

0.
2 

1.5 1.5 
3.0 

 e  e 

 e′ 
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1. NOTES 
 このアプリケーションマニュアル記載の製品につい
て、極めて高い信頼性が要求される以下の用途でのご

使用をご検討の場合、またはこのアプリケーションマ

ニュアルに記載された用途以外でのご使用を検討の場

合は、必ず事前に当社半導体事業部営業技術部までご

相談下さい。 
自動車、船舶、航空機などの交通輸送システムにお

ける動力駆動系･操舵航法系･非常信号通信系および

上記以外の系であってもその誤動作や機能停止が人

命･身体･財産に重大な損害をもたらす恐れのある電

子的手段による検出･計測･制御･表示などの機能を

含む系。 
血圧や心拍数などの医療計測装置、心臓ペースメー

カや温熱療法などの治療装置、人工臓器や人工義足

手システムなどの生体機能補助装置。 
防災または防犯用電子機器･設備･システム 

 
 当社は品質／信頼性の向上に努めておりますが、半
導体製品はある確率で故障が発生したり、誤動作する

場合があります。当社半導体製品の故障または誤動作

により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損

害などを生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動

作防止設計など安全設計に十分ご注意願います。 
 

 このアプリケーションマニュアル記載の内容は
2006 年 10 月現在のものです。記載内容を予告無く変
更あるいは製造を中止することがあります。ご注文に

際しては仕様･納入仕様書などの取り交わしをお願い

します。 
 

 このアプリケーションマニュアルに記載された製品
の使用法および回路を適用したり使用したことから生

じる諸問題および第三者の特許権その他の知的財産権

の侵害に対して、当社はその責任を負いません。また、

当社の特許権その他の知的財産権の黙示その他による

実施許諾は致しません。 
 

 当社の製造工程では、モントリオール議定書で規定
されているオゾン層破壊物質(ODS)は一切使用してお
りません。 
 

 特性例は、各製品の特性を代表するものであります
が、技術データであり、特性及び使用条件の保証をす

るものではありません。 
 

2. OFFICES 
  この資料に関するお問い合わせは、下記へご連絡下
さい。 
 
東光株式会社 半導体事業部  
 

 営業技術部 
〒350-2281 
埼玉県鶴ヶ島市大字五味ヶ谷十八 
TEL: 049-279-1655 
FAX: 049-279-1861 
 

 技術部 
〒350-2281 
埼玉県鶴ヶ島市大字五味ヶ谷十八 
TEL: 049-279-1661 
FAX: 049-279-1861 
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